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残っている。本研究ではアモルファスシリコンカーバイド (a-SiC: H) を用いた新たなオプトエレクトロニック・
デバイスの開発を目的とし その作製および性能評価から，動作機構の解明，さらにデバイス特性改善へのアプロー
チに至るまでの一連の基礎研究を行ってきた。



























アモルファスシリコンカーバイド (a -SiC) により構成される発光および受光デバイスを対象として，オプトエレ
クトロニクス機能デバイス実現に向けて行なった一連の基礎研究の成果をまとめたものであるO







高感度フォトダイオードの実現が強く求められているO 本研究では， a -Si 合金が良好なヘテロ接合を形成し易いこ
とを利用して，光電流活性層にヘテロ多層膜を採用した新構造フォトダイオードを提案し，電流利得が70倍にも達す
る高感度化を実現した。また，その電流増倍機構に関して，実験的解析を基にした新しいモデルを構築するとともに，
さらなる高感度化・高速化のためのデバイス設計指針を確立した。
最後に，上記した一連の研究成果を融合して，発光・受光デバイスを積層した光波長変換素子ならびに二次元画像
蓄積デバイスを試作した。その動作特性を測定し，解析するとともに，二次元光イメージの光・光変換機能を確認し，
将来のOEICへの発展の可能性を明らかにした。
以上の研究成果は アモルファス半導体のオプトエレクトロニクス応用をめぐる基礎物性とデバイス物理に先駆的
な貢献をするところ多大で，博士の学位論文として価値のあるものと認める O
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